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Die Prufung der oben genannten Patentanmeldung hat zu dem nachstehenden Ergebnis gefuhrt. 
Zur AuGerung wird eine Frist von 

sechs Monat(en) 

gewahrt, die mit der Zustellung beginnt. 

Fur Unterlagen, die der Aufterung gegebenenfalls beigefugt werden (z.B. Beschreibung, Beschreibungsteile, Patentanspruche, 
Zeichnungen), sind je zwei Ausfertigungen auf gesonderten Blattern erforderlich. Die Aufierung selbst wird nur in einfacher 
Ausfertigung bendtigt. 

Werden die Beschreibung, die Patentanspruche oder die Zeichnungen im Laufe des Verfahrens geandert, so hat der Anmelder, 
sofern die Anderungen nicht vom Deutschen Patent- und Markenamt vorgeschlagen sind, im Einzelnen anzugeben, an welcher 
Stelle die in den neuen Unterlagen beschriebenen Erfindungsmerkmale in den ursprunglichen Unterlagen offenbart sind. 

In diesem Bescheid sind folgende Entgegenhaltungen erstmalig genannt. (Bei deren Nummerierung gilt 
diese auch fur das weitere Verfahren): 

Anlagen: Abl. von 3 Entgegenhaltungen 
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Abzweigung (§ 5 Gebrauchsmustergesetz) ist bis zum Ablauf von 2 Monaten nach dem Ende des Monats moglich, in dem die 
Patentanmeldung durch rechtskraftige Zuruckweisung, freiwillige Rucknahme oder Rucknahmefiktion erledigt, ein Einspruchsverfahren 
abgeschlossen oder - im Falle der Erteilung des Patents - die Frist fur die Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss fruchtlos verstrichen ist. 
Ausfuhrliche Informationen iiber die Erfordemisse einer Gebrauchsmusteranmeldung, einschliefilich der Abzweigung, enthalt das Merkblatt fur 
Gebrauchsmusteranmelder (G 6181), welches kostenlos beim Patent- und Markenamt und den Patentinformationszentren erhaltlich ist. 
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1) DE 199 26 499 A 1 

2) DE 100 06 243 A 1 

3) EP 987 759 A 2 



Der Priifung liegen die ursprtinglichen Unterlagen mit den Ansprtichen 1 bis 7 
zugrunde. 

Die Anmeldung betrifft eine Halbleitervorrichtung mit dem tiblichen Aufbau 
einer Mehrlagenverdrahtung, bei der in der obersten Metallisierungsebene eine 
Fuse-Einrichtung vorgesehen ist. Ein derartiger Aufbau ist aus der E 1) bekannt, 
obwohl dort die einzelnen Leiterbahnebenen nicht so detailliert wie die ersten 
Merkmale des Anspruchs der vorliegenden Anmeldung aufgefuhrt sind. Fiir den 
Fachmann ist es aber offensichtlich, dass der Aufbau der bekannten Halblei- 
tereinrichtung den ersten vier Merkmalen des Anspruchs 1 entspricht. 

Weiterhin ist es iiblich und z.B. aus 2) bekannt, eine Fuse-Einrichtung in einzel- 
ne Fuse-Module aufzuteilen. Das letzte Merkmal, die einzelnen Sicherungen als 
Paare mit einer zentralen Leiterbahn, iiber die sie an ein vorbestimmtes Potential 
anbindbar sind, anzuordnen, ist in 1) und 2) nicht aufgefuhrt. 

Dieses Merkmal ist jedoch aus 3), vgl. z.B. Fig. 4 und 5 mit Beschreibung be- 
kannt. Aus 3) lemt der Fachmann auch, dass eine derartige Anordnung der Si- 
cherungen einen geringen Abstand zwischen den einzelnen Sicherungen ermog- 
licht. Daher ist es fiir ihn naheliegend, wenn er entsprechend der vorliegenden 
Aufgabensteliung bei einer tiblichen Fuse-Einrichtung eine erhohte Anzahl von 
Fuses pro Flache anordnen will, die aus 3) bekannte MaBnahme auf die ubliche 
Halbleitervorrichtung zu ubertragen und so zum Gegenstand des Anspruchs 1 zu 
gelangen. Da der Gegenstand des Anspruchs 1 somit nicht auf erfinderischer 
Tatigkeit beruht, ist er auch nicht patentfahig. 

Die Merkmale der Ansprtiche 3 und 7 sind ebenfalls aus 3) bekannt, ebenso wie 
die Anordnung von „Latches", die mit der Fuse-Einrichtung verbunden sind 
(vgl. Anspruch 6). 

Die Merkmale der Ansprtiche 2 und 5 sind in den genannten Druckschriften 
nicht explizit aufgefiihrt, entsprechen jedoch Ausgestaltungen, die dem Fach- 
mann aus der Praxis bekannt sind. 

Eine Anordnung von Sicherungen entsprechend Anspruch 4 konnte 
druckschriftlich nicht nachgewiesen werden. 



Aus den genannten Griinden ist mit den vorliegenden Unterlagen die Erteilung 
eines Patents nicht moglich. 

Prufungsstelle fiir Klasse H01L 

ijf r /A. — ^' 

Dr. rer. nctf. TrzcinsSci 
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Halbleitervorrichtung 
Beschreibung 

5 Die vorliegende Erfindung betrifft eine Halbleitervorrichtung 
und insbesondere eine Halbleiterspeichervorrichtung. 

Halbleitervorrichtungen und insbesondere Halbleiterspeicher- 
vorrichtungen, wie DRAM-Speicherbausteine, sind im allgemei- 

10 nen mit redundanten Wort- bzw. Bit-Leitungen versehen, urn ei- 
nen einwandf reien Betrieb gewahrleisten zu konnen, auch wenn 
im komplexen Herstellungsprozeii der f eingliedrigen Strukturen 
beispielsweise eine Wort- bzw. Bit-Leitung unterbrochen oder 
mit einer anderen kurzgeschlossen wird. Diese Fehler werden 

15 in einem Wafer-Test detektiert und auf dem Wafer-Level, wenn 
moglich durch Einbindung redundanter Wort- bzw. Bit-Leitungen 
korrigiert. Die Anbindung der redundanten Leitungen erfolgt 
iiber Fuses, welche mit einem Laserstrahlimpuls vorbestimmten 
Energie-Inhalts geschossen werden, um gemaft dem Wafer-Test 

20 ein vorbestimmtes Potential vorzugsweise an eine nachgelager- 
te Latch-Einrichtung weiter zuleiten oder im geschossenen Zu- 
stand nicht weiter zuleiten . 

Durch die erhohte Integrationsdichte und durch den Einsatz 
25 des double data rate ( DDR) -Schemas in DRAM-Speichern werden 

mehr Redundanzen und damit auch mehr Fuses zu deren Anbindung 
benotigt. Die in Abhangigkeit von dem Waf er-Testergebnis zu 
schieftenden Fuses konnen jedoch nicht beliebig nah nebenein- 
ander angeordnet werden, da zum einen der Laser zum SchieJien 
30 der Fuses nicht beliebig genau justierbar ist und zum anderen 
der Laserenergieimpuls ausreichen mufl, das leitfahige Materi- 
al der Fuse auf zuschmelzen, ohne jedoch gleichzeitig die be- 
nachbarte Fuse ebenfalls ungewollt zu schieften bzw. Riickstan- 
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de der geschmolzenen Fuse zu vermeiden, welche wiederum einen 
Kurzschlufi erzeugen konnten. Daruber hinaus ist eine komplexe 
Anordnung der Fuses nicht erstrebenswert, da das SchiefJen der 
Fuses mit dem Laser in einer kurzen Zeit, also rationell, 
5 durchfuhrbar sein muli und bisher die Lasereinrichtung mit Be- 
zug auf den Wafer nicht beliebig zweidimensional prazise und 
schnell justierbar ist. 

In Fig. 4 ist eine ubliche Halbleitervorrichtung mit einem 

10 bekannten Fuse-Layout in Draufsicht dargestellt. Auf einem 
passivierten Halbleitersubstrat 10 ist eine erste struktu- 
# rierte, leitfahige Leiterbahnebene 11 vorgesehen, welche im 

Bereich der Fuse-Einrichtung Leiterbahnen bildet. Daruber be- 
findet sich eine zweite strukturierte, leitfahige Leiterbahn- 

15 ebene 13, welche durch eine Passivierung 12 von der ersten 
strukturierten, leitfahigen Leiterbahnebene 11 getrennt ist 
und ebenfalls Leiterbahnen ausbildet. In einer dritten iiber 
der zweiten strukturierten, leitfahigen Leiterbahnebene 13 
angeordneten strukturierten, leitfahigen Leiterbahnebene 15, 

20 welche ebenfalls durch eine Passivierung 14 von der zweiten 
strukturierten, leitfahigen Leiterbahnebene 13 beabstandet 
ist, sind Fuse-Bereiche 17 in zwei Reihen vorgesehen. Urn die- 
se obere strukturierte leitfahige Leiterbahnebene 15 bzw. die 
Fuse-Bereiche 17 dieser Leiterbahnebene mit dem Laser schie- 

25 fien zu konnen, muft diese von oben direkt zuganglich sein, 

weshalb in der Passivierung 16, welche auf dem Wafer aufge- 
bracht ist, ausgesparte Fenster 24 iiber den Fuse- Einrichtun- 
gen vorgesehen sind, in denen keine Passivierung 16 vorgese- 
hen ist. 



Ober Kontakteinrichtungen 19, 20 werden die Leiterbahnen der 
dritten strukturierten, leitfahigen Leiterbahnebene 15 selek- 
tiv entweder mit der ersten strukturierten, leitfahigen Lei- 
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terbahnebene 11 oder der zweiten strukturierten, leitfahigen 
Leiterbahnebene 13 verbunden, so da J! in dem bekannten Layout 
gemaft Figur 4 jeweils drei Fuses 17 uber drei Leiterbahnebe- 
nen 11, 13, 15 in der Zeichenebene zuganglich sind und uber 
5 deren Anschlulibereich (auf der rechten Seite) kontaktierbar 
sind. 

Auf der linken Seite sind alle leitfahigen Ebenen 11, 13, 15 
mit einem vorbestimmten Potential verse.hen, welches in Abhan- 

10 gigkeit davon, ob eine /Fuse in deren Fuse-Bereich 17 geschos- 
sen wird oder nicht, mit den Anschlussen auf der rechten Sei- 
Jf^ te verbunden wird oder nicht- Unter Einhaltung des benotigten 
Abstandes 18 (fuse pitch) zwischen den benachbarten Fuses 17 
dieser herkommlichen links/rechts "Dreizack"-Fuse-Anordnung 

15 stehen nur. wenige Fuses pro Flache zur Verfiigung. Dariiber 

hinaus sind die Kontakteinrichtungen zwischen den verschiede- 
nen elektrisch leitfahigen, strukturierten Leiterbahnebenen 
11, 13, 15 insbesondere im beschleunigten Streft-Test einer 
erhohten Korrosion ausgesetzt, welche Ausfalle der Kontakt- 

20 einrichtungen zur Folge haben, sogenannte "HAST fails". 

Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Halb- 
^ leitervorrichtung bereitzustellen, welche unter Einhaltung 

eines vorbestimmten Abstandes zwischen Fuses der Halbleiter- 
25 vorrichtung eine erhohte Anzahl von Fuses pro Flache ermog- 
licht . 

Erf indungsgemafi wird diese Aufgabe durch die in Anspruch 1 
angegebene Halbleitervorrichtung gelost. 

30 

Die der vorliegenden Erfindung zugrunde liegende Idee besteht 
im wesentlichen darin, daft die Fuses eines Fuse-Moduls paar- 
weise mit einer zentralen Potentialanbindung vorgesehen sind. 
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In der vorliegenden Erfindung wird das eingangs erwahnte 
Problem insbesondere dadurch geldst, daft eine Fuse-Einrich- 
tung in einem nicht passivierten Abschnitt einer strukturier- 
5 ten, leitfahigen Leiterbahnebene mit vorbestimmten Fuse- 

Bereichen zum selektiven Anbinden von Leiterbahnen vorgesehen 
ist, wobei die Fuse-Einrichtung in Fuse-Module mit Fuse- 
Paaren und deren Fuse-Bereichen in einem vorbestimmten Ab- 
stand zueinander eingeteilt ist, die liber eine zentrale Lei- 
10 terbahn der strukturierten, leitfahigen Leiterbahnebene an 
ein vorbestimmtes Potential anbindbar sind. 

9 

Halbleitervorrichtungen der erf indungsgemaflen Art ermoglichen 
aufgrund ihrer Fuse-Paar-Modulanordnung somit eine hohere 
15 Fuse-Flachendichte . 

In den Unteranspruchen finden sich vorteilhafte Weiterbildun- 
gen und Verbesserungen des Erf indungsgegenstandes . 

20 Gemafi einer bevorzugten Weiterbildung sind die Kontaktein- 
richtungen zum selektiven elektrischen Kontaktieren der 
strukturierten, leitfahigen Leiterbahnebenen bzw. Leiterbah- 
^ nen miteinander in einem passivierten Abschnitt vorgesehen. 

Wird die Halbleitervorrichtung derart gestaltet, so wird die 

25 Korrosion der Kontakteinrichtungen und damit ein eventueller 
Ausfall der Kontakteinrichtungen insbesondere bei einem 
Streft-Test vermieden, da sie auiierhalb des Fensters ohne Pas- 
sivierung liegen. 

30 Gema/3 einer weiteren bevorzugten Weiterbildung erstrecken 

sich die iiber die zentrale Leiterbahn angebundenen Fuse-Paare 
im rechten Winkel zur zentralen Leiterbahn. Dadurch wird eine 
ubersichtliche Struktur ermoglicht. 
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Gemafi einer weiteren bevorzugten Weiterbildung weisen die 
uber die zentrale Leiterbahn angebundenen Fuse-Paare im we- 
sentlichen einen spitzen Winkel zur zentralen Leiterbahn auf. 
5 Daraus ergibt sich der Vorteil, daJi die zu schieftenden Fuses, 
d.h. die Leiterbahnen, diagonal verlaufen und somit die Tref- 
f erwahrscheinlichkeit der Lasereinrichtung zum Schiefien der 
Fuses erhoht wird. 

10 Gemafi einer weiteren bevorzugten Weiterbildung ist zwischen 

dem passivierten Substrat und der ersten strukturierten, 
)f) leitfahigen Leiterbahnebene eine dritte strukturierte, leit- 
fahige Leiterbahnebene vorgesehen, welche vorzugsweise als 
mechanische Verstarkungs- bzw. Schutzschicht vorgesehen ist. 

15 Zum einen ermoglicht eine solche dritte leitfahige Leiter- 
bahnebene eine mechanische Verstarkung bzw. einen Schutz, zum 
anderen kann sie auch als zusatzliche Leiterbahnebene zur Er- 
hohung der Flachen bzw. Integrationsdichte der Fuses herange- 
zogen werden. 

20 

Gemali einer weiteren bevorzugten Weiterbildung weist die Vor- 
richtung im Anschluft an die mit den Fuses verbundenen Leiter- 
| bahnen Fuse-Latches auf, welche insbesondere in mehreren Ebe- 

nen vorgesehen sind und selektiv uber die Fuse-Einrichtung 
25 mit dem vorbestimmten Potential verbindbar sind. 

Gemali einer weiteren bevorzugten Weiterbildung ist die Halb- 
leitervorrichtung eine Speichereinrichtung, insbesondere ein 
DRAM- oder ein DDR-DRAM. 



30 



Ausf uhrungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen 
dargestellt und in der nachf olgenden Beschreibung naher er- 
lautert . 
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Es zeigen: 

Fig. 1A, B eine schematische Darstellung einer Halblei- 
tervorrichtung zur Erlauterung einer ersten 
Ausf uhrungsf orm der vorliegenden Erfindung, 
wobei Fig. 1A eine Draufsicht und Fig. IB ei- 
nen Querschnitt entlang der Linie A-A 1 ver- 
deutlicht ; 

Fig. 2 eine schematische Draufsicht zur Erlauterung 

einer zweiten Ausfuhrungsform der vorliegenden 
Erfindung; 

Fig. 3 eine schematische Draufsicht zur Erlauterung 

einer dritten Ausfuhrungsform der vorliegenden 
Erfindung; und 

Fig. 4 eine schematische Draufsicht einer herkommli- 

chen Halbleitervorrichtung . 

In den Figuren bezeichnen gleiche Bezugszeichen gleiche oder 
f unktionsgleiche Bestandteile . 

Fig. 1 zeigt eine schematische Ansicht einer Halbleitervor- 
richtung zur Erlauterung einer ersten Ausfuhrungsform der 
vorliegenden Erfindung. 

In Fig. 1A ist eine Draufsicht einer erf indungsgemaften Halb- 
leitervorrichtung mit einer Fuse-Einrichtung dargestellt und 
wird mit Bezug auf Fig. IB, in welcher ein Querschnitt der 
Anordnung entlang der gestrichelten Linie A-A 1 verdeutlicht 
ist, naher erlautert. 
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Gemali Fig. IB ist auf einem vorzugsweise passivierten Halb- 
leitersubstrat 10 eine strukturierte, leitfahige Leiterbahn- 
ebene 11 vorgesehen. Daran schliefit sich vorzugsweise zumin- 
5 dest eine Passivierungsschicht 12 an, auf welche wiederum ei- 
ne strukturierte, leitfahige Leiterbahnebene 13 folgt. Uber 
der strukturierten, leitfahigen Leiterbahnebene 13 ist vor- 
zugsweise ebenfalls eine Passivierungsschicht 14 vorgesehen, 
auf welcher eine strukturierte, leitfahige Leiterbahnebene 15 

10 angeordnet ist. Daruber befindet sich eine weitere Passivie- 
rungsschicht 16. Zwischen den Strukturen 15, vorzugsweise 
' W Leiterbahnen aus AlCu, welche benachbarte Fuses 17 bzw. Fuse- 
Bereiche 17 aufweisen, ist ein vorbestimmter Abstand 18 (fuse 
pitch), z.B. 2600 rati, vorgesehen, urn beim SchieBen einer Fuse 

15 17 eine ungewollte Kontaktunterbrechung einer benachbarten 
Fuse 17 durch die Energie des Laserimpulses zu verhindern. 

Zwischen den strukturierten, leitfahigen horizontalen Leiter- 
bahnebenen 11, 13, 15 sind vorzugsweise vertikale Kontaktein- 

20 richtungen 19, 20 vorgesehen, wobei die elektrische Anbindung 
zwischen Leiterbahnen der oberen strukturierten, elektrisch 
leitfahigen Leiterbahnebene 15 und der unteren strukturier- 
m ten, elektrisch leitfahigen Leiterbahnebene 11 uber die Kon- 
takteinrichtungen 19 hergestellt werden, und die Anbindung 

25 der oberen strukturierten, leitfahigen Leiterbahnebene 15 mit 
der mittleren strukturierten, leitfahigen Leiterbahnebene 13 
uber Kontakteinrichtungen 20 hergestellt werden. Abstandshal- 
ter (nicht dargestellt) bzw. Spacer, z.B. aus Titan bzw. Ti- 
tan-Verbindungen, zwischen, den einzelnen strukturierten, e- 

30 lektrisch leitfahigen Leiterbahnebenen sind ebenfalls vorseh- 
bar . 
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Die Fuses 17 sind gemaft der vorliegenden Erfindung als Fuse- 
Paare 21 angeordnet und uber eine zentrale Leiterbahn 22 mit 
einem vorbestimmten Potential 23, vorzugsweise Masse (GND) , 
verbunden. Die Fuses 17 bzw. Fuse-Bereiche 17 liegen in einem 
5 Fenster 24, in welchem die oberste Passivierungsschicht 16 
bzw. Deckschichtpassivierung ausgespart bzw. entfernt ist. 
Vorzugsweise erstrecken sich die Fuse-Paare 21 senkrecht von 
der zentralen Leiterbahn 22. 

10 Die Leiterbahnen der leitfahigen, strukturierten Leiterbahn- 
ebene 11 sind in Fig. 1A links schraffiert dargestellt, die 
W'- Leiterbahnen der leitfahigen, strukturierten Leiterbahnebene 
13 sind rechts schraffiert dargestellt, so daft in Fig. 1A an 
Stellen, wo sich in der Draufsicht beide durch eine Passivie- 

15 rung 12 getrennten leitfahigen Leiterbahnebenen 11, 13 iiber- 
lagern, eine Kreuzschraf f ur zur Verdeutlichung dient. Die 
strukturierte, elektrisch leitfahige Leiterbahnebene 15 ist 
durch eine Punktschraf f ur verdeutlicht . Die Kontakteinrich- 
tungen 19, 20 zwischen den einzelnen strukturierten, elekt- 

20 risch leitfahigen Leiterbahnebenen 11, 13, 15 sind gemali der 
vorliegenden Ausf uhrungsf orm unter der Deckpassivierungs- 
schicht, da sie sich aufrerhalb des Fensters 24, in welchem 
diese nicht vorgesehen ist, befinden. Alle Anschluss- bzw. 
Anbindungseinrichtungen sind vorzugsweise zu einer Seite z.B, 

25 der Breitseite gefuhrt und beispielhaft in den Leiterbahnebe- 
nen 11, 13 und 15 vorgesehen. 

Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung einer Halbleiter- 
vorrichtung zur Erlauterung einer zweiten Ausf iihrungsf orm der 
30 vorliegenden Erfindung. 

In Fig. 2 erstrecken sich die Fuse-Paare 21 mit deren Fuse- 
Bereichen 17 ebenfalls im rechten Winkel von der zentralen 
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Leiterbahn 22, welche ebenfalls mit einem vorbestimmten Po- 
tential 23, vorzugsweise Masse, verbunden ist. Auch hier sind 
wie in Fig. 1 die Fuse-Paare 21 mit einem vorbestimmten Ab- 
stand 18 voneinander getrennt. Die Leiterbahn im Anschlufi an 
5 die Fuse-Einrichtungen 17 des linken Fuse-Paares 21 wird aus 
der strukturierten, leitfahigen Ebene 15 iiber die Kontaktein- 
richtung 20 auf die strukturierte, leitfahige Leiterbahnebene 
13 gefuhrt, urn parallel durch eine Passivierung 14 beabstan- 
det von der strukturierten, leitfahigen Leiterbahnebene 15 
10 bzw. des sich rechts anschlieftenden Fuse-Paares laufen zu 
konnen. 

Vorzugsweise ist eine weitere strukturierte, leitfahige Lei- 
terbahnebene 11 zwischen dem passivierten Halbleitersubstrat 

15 10 und der strukturierten, leitfahigen Leiterbahnebene 13 

vorgesehen, welche zum einen eine Schutz- bzw. strukturelle 
Verstarkungseinrichtung 25 vorsieht, zum anderen urn mogliche 
weitere Leiterbahnen zur Erweiterung der Anordnung gemaft Fig. 
2 von acht auf zwolf Fuses vorzusehen. Im Gegensatz zu Fig. 

20 1A liegen in der Ausf uhrungsf orm gemaft Fig. 2 die Kontaktein- 
richtungen 20 zwischen den strukturierten, elektrisch leitfa- 
higen Leiterbahnebenen 11, 13, 15 im Fenster 24, welches eine 
Aussparung in der Deckschicht 16 bzw. Passivierung 16 ver- 
deutlicht. Im Anschlufibereich rechts werden die Leiterbahnen 

25 aus den hier dargestellten zwei strukturierten, leitfahigen 
Leiterbahnebenen 13, 15 mittels der Kontakteinrichtungen 20 
auf die elektrisch leitfahige Leiterbahnebene 13 gefuhrt. 

Fig. 3 zeigt eine schematische Draufsicht einer Halbleiter- 
30 vorrichtung zur Erlauterung einer dritten Ausf uhrungsf orm der 
vorliegenden Erfindung. 
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Die Ausfiihrungsform gemaJi Fig. 3 unterscheidet sich von der 
Ausfiihrungsform gemali Fig. 2 im wesent lichen dadurch, dali die 
Fuse-Paare 21 im wesentlichen einen spitzen Winkel 26 zwi- 
schen der zentralen Leiterbahn 22, welche mit einem vorbe- 
5 stimmten Potential 23, vorzugsweise Masse, beaufschlagt ist, 
und den Leiterbahnen mit den Fuse-Bereichen 17 aufweisen. 
Daruber hinaus ist hier wie in Fig. 1 keine der Kontaktein- 
richtungen 20 im von der Passivierungsschicht 16 nicht be- 
deckten Bereich 24 vorgesehen. Gemafi der Ausfiihrungsform nach 
10 Fig. 3 liegen alle Leiterbahnen, welche sich im Bereich des 

Fensters 24 befinden, in der strukturierten, leitfahigen Lei- 
terbahnebene 15. Die Kontakteinrichtungen 20, welche sich im 
rechten Anschlulibereich befinden, dienen hier in erster Linie 
der Umverdrahtung, um alle Leiterbahnen in die bevorzugte, 
15 strukturierte, leitfahige Leiterbahnebene 13 beabstandet zu- 
einander zu fiihren. Durch die diagonale Anordnung der Leiter- 
bahnabschnitte mit den Fuse-Bereichen 17 wird das Treffen des 
Laserpulses zum SchieSen der Fuse erleichtert, da durch den 
diagonalen Verlauf ein grolierer Leiterbahn-Tref f erbereich ge- 
20 wahrleistet ist als bei einem rechten Winkel zwischen der 

zentralen Leiterbahn 22 und den Leiterbahnabschnitten mit den 
Fuse-Bereichen 17 . 



Ein Fuse-Modul 27, wie es jeweils in Fig. 2 und Fig. 3 mit 



25 vier Fuse-Paaren 21 dargestellt ist, kann durch den Einsatz 

der strukturierten, elektrisch leitfahigen Leiterbahnebene 11 
fur Leiterbahnen einfach und ohne nennenswerte Flachenvergro- 
IJerung auf sechs Fuse-Paare 21 vergroliert werden. Dadurch 
lalit sich die Flachendichte der Fuses zusatzlich steigern. 



30 



Besonders vorteilhaft an der Ausfiihrungsform nach Fig. 1A ist 
neben den unter der Passivierung 16 liegenden Kontakteinrich- 
tungen 19, 20 die Tatsache, dafj die Fuses in zwei Linien ge- 
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schossen werden konnen, wohingegen bei den Ausf uhrungsf ormen 
gemali Fig. 2 und Fig. 3 die Lasereinrichtung viermal mit Be- 
zug auf den Wafer ausgerichtet und justiert werden mull. Eine 
Fuse-Einrichtung weist vorzugsweise ein Vielfaches der je- 
weils dargestellten Ausschnitte von Fuse-Einrichtungen bzw. 
Fuse-Modulen auf, welche sich in der Ausf uhrungsf orm gemali 
Fig. 1 seitlich links und rechts anschlieilen und bei der Aus- 
f uhrungsf orm gemali Fig. 2 und 3 in gleicher Weise oben und 
unten anschlieilen. 

Obwohl die vorliegende Erfindung vorstehend anhand bevorzug- 
ter Ausf uhrungsbeispiele beschrieben wurde, ist sie darauf 
nicht beschrankt, sondern auf vielfaltige Art und Weise modi- 
fizierbar. 



So ist insbesondere eine Erweiterung auf grofiere Fuse-Module, 
beispielsweise mit sechs statt vier Fuse-Paaren unter Hinzu- 
nahme weiterer strukturierter , elektrisch leitfahiger Leiter- 
bahnebenen, angedacht. Sich an die Halbleitervorrichtung mit 
20 Fuse-Einrichtungen anschlieliende Signal speichereinrichtungen 
bzw. Latches sind aufgrund der durch die erf indungs'gemafie 
Vorrichtung erhohte Fuse-Flachendichte vorzugsweise in mehre- 
ren Ebenen vorgesehen, um das vorbestimmte Bezugspotent ial an 
die Latch-Einrichtung weiterzuleiten oder bei geschlossener 
25 fuse nicht weiterzuleiten. 



Auch ist die Erfindung nicht auf die genannte Anwendungsmog- 
lichkeit als DRAM-Speicherbaustein beschrankt. 
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Patentanspruche : 

1. Halbleitervorrichtung mit: 

einer ersten strukturierten, leitfahigen Leiterbahnebene 
(13) auf einem passivierten Substrat (10); 

einer zweiten strukturierten, leitfahigen Leiterbahnebe- 
ne (15) auf der ersten strukturierten, leitfahigen pas- 
sivierten Leiterbahnebene (13); 

Kontakteinrichtungen (19, 20) zum selektiven elektri- 
schen Kontaktieren der strukturierten, leitfahigen Lei- 
terbahnebenen (11, 13, 15) miteinander; 

einer Fuse-Einrichtung in einem nicht passivierten Ab- 
schnitt (24) der zweiten strukturierten , leitfahigen 
Leiterbahnebene (15) mit vorbestimmten Fuse-Bereichen 
(17) zum selektiven Anbinden von Leiterbahnen (11, 13, 
15) ; 

wobei die Fuse-Einrichtung in Fuse-Module (27) mit Fuse- 
Paaren (21) und deren Fuse-Bereichen (17) in einem vor- 
bestimmten Abstand (18) zueinander eingeteilt ist, die 
liber eine zentrale Leiterbahn (22) an ein vorbestimmtes 
Potential (23) anbindbar sind. 

2. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

daft die Kontakteinrichtungen (19, 20) zum selektiven 
elektrischen Kontaktieren der strukturierten leitfahigen 
Leiterbahnebenen (11, 13, 15) miteinander in einem pas- 
sivierten Abschnitt vorgesehen sind. 
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3. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

daft die uber die zentrale Leiterbahn (22) angebundenen 
Fuse-Paare (21) sich im rechten Winkel zur zentralen 
Leiterbahn (22) erstrecken. 

4. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

daft die uber die zentrale Leiterbahn (22) angebundenen 
Fuse-Paare (21) im wesentlichen einen spitzen Winkel 
(26) zur zentralen Leiterbahn (22) aufweisen. 

5. Halbleitervorrichtung nach einem der vorangehenden An- 
spruche, 

dadurch gekennzeichnet, 
daft eine dritte strukturierte, leitfahige Leiterbahnebe- 
ne (11) zwischen dem passivierten Substrat (10) und der 
ersten strukturierten, leitfahigen Leiterbahnebene (13) 
vorgesehen ist, welche vorzugsweise als Schutz bzw. 
strukturelle Verstarkungsschicht (25) vorgesehen ist. 

6. Halbleitervorrichtung nach einem der vorangehenden An- 
spruche, 

dadurch gekennzeichnet, 
daii die Vorrichtung Latches im Anschluss an die mit den 
Fuse-Bereichen (17) verbundenen Leiterbahnen (11, 13, 
15) aufweist, welche insbesondere in mehreren Ebenen 
vorgesehen sind, und selektiv uber die Fuse-Einrichtung 
mit dem vorbestimmten Potential (23) verbindbar sind. 

7. Halbleitervorrichtung nach einem der vorangehenden An- 
spruche, 
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dadurch gekennzeichnet, 

dafi die Halbleitervorrichtung eine Speichereinrichtung, 

insbesondere ein DRAM oder ein DDR-DRAM, ist. 
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Zusammenf as sung 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Halbleitervorrichtung 
mit: einer ersten strukturierten, leitfahigen Leiterbahnebene 
(13) auf einem passivierten Substrat (10); einer zweiten 
strukturierten, leitfahigen Leiterbahnebene (15) auf der ers- 
ten strukturierten, leitfahigen passivierten Leiterbahnebene 
(13); Kontakteinrichtungen (19, 20) zum selektiven elektri- 
schen Kontaktieren der strukturierten, leitfahigen Leiter- 
bahnebenen (11, 13, 15) miteinander; einer Fuse-Einrichtung 
in einem nicht passivierten Abschnitt (24) der zweiten struk- 
turierten, leitfahigen Leiterbahnebene (15) mit vorbestimmten 
Fuse-Bereichen (17) zum selektiven Anbinden von Leiterbahnen 
(11, 13, 15) ; wobei die Fuse-Einrichtung in Fuse-Module (27) 
mit FusePaaren (21) und deren Fuse-Bereichen (17) in einem 
vorbestimmten Abstand (18) zueinander eingeteilt ist, die u- 
ber eine zentrale Leiterbahn (22) an ein vorbestimmtes Poten- 
tial (23) anbindbar sind. 



Fig. 3 
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Bezugszeichenliste 



10 Halbleitersubstrat, vorzugsweise passiviert 

11 strukturierte, leitfahige Leiterbahnebene (GC layer) 
5 [ links schra f fie rt] 

12 Passivierungsschicht 

13 strukturierte, leitfahige Leiterbahnebene (MO layer) 
[rechtsschraf f iert ] 

14 Passivierungsschicht 

10 15 strukturierte, leitfahige Leiterbahnebene (Ml layer) 
[punktschraf f iert] 
'^fEkj 16 Deckschicht (Passivierung) 

17 Fuse-Bereich bzw. Fuse 

18 vorbestimmter Abstand zw. benachbarten Fuses (fuse 
15 pitch) 

19 Kontakteinrichtung zwischen GC und Ml Leiterbahnebene 
(CI Kontakt) 

20 Kontakteinrichtung zwischen MO und Ml Leiterbahnebene 
(CO Kontakt) 

20 21 Fuse-Paar 

22 zentrale Leiterbahn 

23 vorbestimmtes Potential, vorzugsweise Masse (ground) 
vJP^y 24 Fenster ohne Deckschicht (Passivierung) 

25 Schutz- bzw. strukturelle Verstarkungseinrichtung 
25 26 Winkel zwischen zentraler Leiterbahn und Leiterbahn mit 
Fuse-Bereich 
27 Fuse-Modul 
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